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第二部份：電子學 
26. (1) 最大值 V100Vm =  

(2) 
180

1t = 秒時的瞬間值 

)60
180

1602sin(100)t(v °+××π= 0)180sin(100 =°=  

(3) Hz60
2
377

2
f =

π
=

π
ω

=  

(4) 電壓信號 )60t377sin(100)t(v °+= 與電流信號 
)60t377sin(10)30t377cos(10)t(i °+=°−=  

相位差 °=°−°=θ 06060  

27. (A) 電洞濃度 314
8

22

A cm/105
10
105Np ×=

×
=≅  

(B) 電子濃度 

35
14

210

A

2
i cm/105.4

105
)105.1(

N
nn ×=

×
×

==  

(C) 本質半導體、P 型半導體及 N 型半導體中的電
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